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AlSb 화합물 반도체 유전함수의 온도의존성 연구
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  AlSb는 광전자 소자응용에 매우 유용한 재료이며 이를 이용한 반도체소자 설계 및 밴드갭 

엔지니어링을 위해서는 화합물 반도체의 전자밴드구조를 포함한 광학적 특성이 반드시 요구된

다. 본 연구는 이러한 요구의 해결방안으로서 AlSb 화합물의 유전함수 온도의존성을 0.7∼5.0 
eV 의 에너지 역에서 타원편광분석법을 이용하여 분석하 다. AlSb는 산소와 급격히 반응하

기 때문에, 대기 중에서 물질 고유의 광특성이 유지되기 어려울 뿐만 아니라, 박막 위에 생성

되는 산화막 때문에 순수한 AlSb의 유전함수 측정이 불가능하다. 따라서 박막의 산화 효과를 

최소화하기 위하여 초고진공 상태의 molecular beam epitaxy 챔버 안에서 800 K의 온도로 성장

한 1.5 μm 두께의 AlSb 박막을 상온 300 K 까지 온도를 단계적으로 변화시켜가며 타원편광분

석기를 이용하여 실시간으로 측정하 다. 각 온도에서 측정된 AlSb의 유전함수를 2차 미분하

여 전이점(critical point)을 분석한 결과 E0, E0+Δ0, E1, E1+Δ1, E0', E0'+Δ0', E2, E2+Δ2에 해당하

는 각 전이점들의 온도 의존성을 확인할 수 있었다. 실험에서 측정된 특정 온도를 포함하여 

임의의 온도에서의 AlSb의 유전함수를 유도하기 위하여 변수화모델을 사용하 고 이를 통하여 

각 변수들의 온도 의존 궤적을 분석하 다. 2차 미분법을 이용한 전이점들의 온도의존성 분석

결과를 기준으로 변수화 모델링을 진행하 으며 그 결과 각 온도에서 실제 유전함수와 근소한 

차이를 갖는 AlSb의 유전함수 모델을 만들 수 있었다. 따라서 본 연구결과는 반도체 물성에 

대한 학술적 측면뿐 아니라 고온에서의 소자공정 실시간 모니터링 및 반도체 소자 설계 등의 

산업적 측면에서 매우 유용하게 사용될 것으로 기대된다.
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